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(57)摘要

提供一种OLED像素结构的制备方法，包括步

骤：制备阳极(24)，阳极(24)上划分有一第一次

像素区(21)、一第二次像素区(22)与一第三次像

素区(23)；在阳极(24)上蒸镀形成一空穴传输层

(26)；在空穴传输层(26)对应第一次像素区(21)

的位置蒸镀形成第一单原色空穴传输层(27)；制

备阴极(31)；以及在阴极(31)上对应第二次像素

区(22)与第三次像素区(23)的位置分布形成第

二单原色滤光片( 321 )及第三单原色滤光片

(322)。还提供一种OLED像素结构及一种OLED显

示结构。OLED像素结构、方法及OLED显示结构，同

时具有较高的分辨率及较高的发光效率。
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摘要(译)

提供一种OLED像素结构的制备方法，包括步骤：制备阳极(24)，阳极
(24)上划分有一第一次像素区(21)、一第二次像素区(22)与一第三次像素
区(23)；在阳极(24)上蒸镀形成一空穴传输层(26)；在空穴传输层(26)对
应第一次像素区(21)的位置蒸镀形成第一单原色空穴传输层(27)；制备阴
极(31)；以及在阴极(31)上对应第二次像素区(22)与第三次像素区(23)的
位置分布形成第二单原色滤光片(321)及第三单原色滤光片(322)。还提供
一种OLED像素结构及一种OLED显示结构。OLED像素结构、方法及
OLED显示结构，同时具有较高的分辨率及较高的发光效率。
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